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반도체 소자 제조용 진공장치의 
파이프 막힘 진단장치 및 기술

반도체 및 전자장비를 위한 효과적인 
마이크로 칩 냉각을 위한 기술

003 004

파이프 해체 작업 없이 파이프 내벽의 막힘 여부, 오염 정도를 진단하는 
기술

마이크로 칩 내부의 마이크로 프로세서에서 발생하는 높은 유속의 열을 
빠르게 넓은 면적으로 확산시킴으로써 열 유속을 낮추어주는 기술

반도체 소자 제조에 사용되는 파이프, 왜 중요할까? 반도체 소자를 제조하는 진공장치에 

이용되는 화학물질은 가스배출용 배관 라인(파이프, 밸브 등)을 통해 내부 압력 수행 작업

에 조절되는데요. 이 때 반도체 소자 제조용 진공장치에서는 기체화된 화학물질이 파이프

를 통해 이송되던 중 가스주입용 파이프 내벽에 달라붙어 막히는 현상이 발생합니다. 이로 

인해 공정과정에서 증착 속도가 떨어지거나, 가스주입용 파이프 내벽의 화학물질 입자로 

인한 오염 등의 문제가 생깁니다. 이러한 문제가 발생하면 파이프 교체 시기 판단 및 막힘 

현상 부분을 정확히 파악하기 어려워 파이프를 해체하여 알아낼 수 밖에 없었기 때문에 비

용적·시간적 손실이 큽니다. 이럴 때 KRISS의 "반도체 소자 제조용 진공장치의 파이프 막

힘 진단"기술로 해체 작업 없이 파이프 내벽의 막힘 여부, 오염 정도를 정확하게 진단할 수 

있습니다.

반도체 및 전자장비에 효과적인 마이크로 칩 냉각을 위한 신기술

반도체 및 각종 전자장비에 쓰이는 마이크로 칩! 마이크로 칩이 고도화됨에 따라 마이크로 프로세서 

면적 대비 발생하는 열도 지속적으로 증가하는데요, 기술의 발달로 컴퓨터 내부의 집적도가 향상되면

서 칩은 더 높은 온도의 열을 발산하게 되었고, 부피가 크고, 시끄럽고, 비효율적인 소형 팬과 히트싱

크를 이용한 기존의 냉각방식은 한계에 부딪혔습니다. 하지만 KRISS는 위와 같은 문제점을 새로운 특

허 기술로 해결하였는데요, '미소규모 열 확산 장치' 기술은 기존의 냉각방식의 한계를 해소할 수 있는 

신기술로, 마이크로 채널을 배열한 열 흡수부가 있는 밀폐형 루프 형태의 열 확산 기기로 마이크로 프

로세서에서 발생한 열을 마이크로 칩의 전 면적에 걸쳐 빠르게 확산시켜줍니다. 본 기술을 이용하면 

반도체, 전자장비 산업분야에서 전자기기 제조 시 특별한 냉각기기를 적용하지 않고도 고성능 마이크

로 칩 사용이 가능하므로 관련 사업의 경쟁력을 크게 향상시킬 수 있습니다.
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마이크로 칩 냉각을 위한 미소규모 열 확산 장치

M icrosca le heat d lfFuser fo r m k rachip cooline

기술개요 산업전자기술_전자제품기술
_

* 마이크로 칠《CPU, GP내의 고도화에 따라 마이크로 프로세서의 면적대비 발생하는 열(열 유속)이
지속적으로 중가함.

* 이러한 열 유속의 증가는 마이크.로칩의 파손 및 오작동울 야기하브로 열 유속의 감소가
이早어져야 합.

* 이에 마이크로 칠 내부의 마이크로 프로세서에서 발생하는 열을 마이크로 참 주변으로 빠르게

확신시켜주는 기술메 대한 수요가 촌재함.

기술특징

* s 기술은 마이크로 채널올 배열한 열 a 수부듣 가지는 밀폐형 루프 형태의 열확산 기기플
구성함으로써 머■이크로 프로세서에서 발생한 열을 마이크로 칩의 전 면적에 걸쳐 빠르게

확산시켜주는 기술양.

* 마이크로 프로세서에서 발생한 열율 흡수하고 빠르게 이름시켜 확신시?|는 기작g 내부의 유체의

상변SH증발} 및 열흡수부 (heat recelvalng region)와 액상 작통유체 보유부 (liquid reservoir)간
온도차에의해 발생하는 포화 중기압차에 의한 유통임.

* 열 촙수부와 맥상 작동유체 보유부 간 발생하는 포화 중기압차룹 열 흡수부로부터 외부 孝s 폴
통해 열 방 #부(heat dissipating region 거쳐 액상 작통유체 보유부로 작용하도혹 하기 위해 ,

열 흡수부 내에 마이크로 채널울 가공하여 작름유체가 상변화《증발)하는 지점에 모세관 압력차가
발생하도록 함.

* 이와 같온 모세관 압력차는 열 흡수부와 액상 작동유체 보유부 간 발생하는 포화 증기압차에
방향성율 부여하는 종요한 보상력으로 작용함.

* 이와 같은 모세관 압력차를 적절히 발생시키기 위해:, 열 흡수부의 마 |크로 채널의 폭온

5-10 micro meter ?\되는 것이 적절함.

* 작몽유체는 울 및 알코올 者의 유기용애를 사용하는 것이 적절함.

* 멸 확산장치는 M티VIS 공정울 t 해 체작하여, 재질은 산화실 BJ콘율 이용하여 밀폐구조로 제작함.

* 작름유체는 진공 상태의 열 확산장치에 정량 주입되여, 이 때 주입되는 양온 전채 체적의
약 $0-60%가 되JE톡 함이 적절함.

* 작통유체가 주입된 후. 열 확산장치는 밀폐시컬으로서 폭립적으로 작통이 가농하도록 함.
- 최근 스마트 空，태■릿 피시 동의 발전에 힘입어 마이크로 침의 사용이 급중하고 있는 추세엄.

* 이러한 전자기기는 기존의 피시와는 다르게 강제대류에 의空하는 냉각 방식율 적용할 수 없으으로,

사용되는 마이크로 칩의 냉각에 대한 적절한 대책이 강구되어야 항.

* E 기술온 마이크로 칩 내부의 마이크로 ° 로세서에서 발생하는 높은 열 유속의 열은 _ 르게 널은
면적으로 확산시킴으로써 열 유속을 낮■추어주는 기술로서, 상기의 용용&야에 사용되는 마이크로

참의 냉각들 용이하게 합 수 있는 기술임.ᅳ 상기 기술올 적용할 경우, 상기 전차기기을예 爲1 한

냉각기기듣 적용하지 않고 고성농 마이크로 칩의 사용이 가늉해지으로 관련 산업의 경쟁력이 크게

향상될 것으로 예상됨.

응용분야

* 반도체 {CPU, GPU, LED 동》제조산업
* 전자장비{p c , loptop , smari phone 동》제조산업

키워드 s

> 전자장비 냉각 (e lectronics cooling) > 방멸기기 heat disslpator)

시장전망

2010 세계 반도체 제조장비의 시장규S는 2009년에 비해 4 .4% 중가한 4S5억
달려에 이# 것으로 나타나고 있으며，지역별로는 일본이 100억 달려로 가장 큰 것으로

나타남 (SEMI , SEMI Announces Mid - Year Consensus ForcasJ, 2007.7)
전 공S 장비의 시장규모는 2007년에는 297 .5억 달러. 2008년에는 3 11.8억 달러,
2009년에는 329 . 7억 달러, 2010년에는 352 .1 억 달러에 11 것으로 전망하고 있음
[SEMI , 安EMI Announces Mid- Year C n$&n$us F rca$l „ 2007 . 7)

국내 장비/재료산업에서 S사 및 조립 S 후품정 장비는 국산화가 진행되고. 았으며
시장규모가 크고 청단기술 1필요한 전공정 장비는 선진국의 기술이전 기피로 국산화가

미홉한 실정 (SEMI , SEM]Announces Mid-Year Consensus Forcast , 2007.7)
전채 반도채 설비투자 금액의 75%暑 차지하고 있논 전 공정 장비시장에서 현재 상장되어
었는 국내 업체는 7개 정도이며, 이# 업체 差 상성전자 매출 비중이 높온 엄채는
국제엘렉트릭, 피에스?||이, 아토 정도일

< 국 내외 반도체 장비 시장전망 >
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